
データ

ITO表面をプラズマ処理することで、試料表面における付着有機汚染の除去や電荷分布の変化等の影
響により、仕事関数が増加すると言われています。
未処理及びプラズマ処理※直後のITO表面についてUPS測定を行い、仕事関数の変化を捉えることがで
きました。

概要

半導体デバイスでは、構成される各種材料の仕事関数の組み合わせにより、その性能が大きく左右さ
れます。このため、表面処理や表面修飾等によって仕事関数を制御しようとする試みがなされており、そ
れらの効果を検証することは重要です。
本資料では、有機ELや太陽電池等の電極材料として用いられるITO（SnドープIn2O3）について、表面プ
ラズマ処理前後での仕事関数変化をUPS分析により評価した例をご紹介します。
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ITO表面プラズマ処理後のUPS分析

測定法 ：UPS
製品分野 ：太陽電池・ディスプレイ・電子部品
分析目的 ：仕事関数評価・イオン化ポテンシャル評価
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薄膜表面処理後の仕事関数評価
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-12.9

印加バイアス：-13V

Ek(min)

4.3
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試料
Ek(min) 

(eV)
Ef

(eV)
仕事関数

φ(eV)

未処理 4.3 -12.9 4.1

プラズマ処理後 3.7 -12.9 4.7

表1 プラズマ処理前後の仕事関数比較

図1 プラズマ処理前後のUPSスペクトル比較

プラズマ処理後ではEk(min)に変化が見られ、仕事関数が増加する傾向が確認されました。

その他の表面修飾や表面処理等によっても仕事関数の変化が生じることが予想され、それらの評価に
はUPS分析が有効と考えられます。

仕事関数（φ）＝ hν-W
hν：照射紫外線のエネルギー（He I線 21.22eV）

W：スペクトルのエネルギー幅（Ek(min)-Ef）

※プラズマ処理条件
雰囲気ガス ：Air
プラズマ強度 ：Hard
照射時間 ：3分

Ef：フェルミ準位

Ek(min)：高束縛エネルギー側の
立ち上がり位置


